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Étude et conception d'amplificateurs de puissance avec un transistor GaN HEMT 

pour les applications de la bande S 



Résumé 
 

 

L’accroissement de la demande en termes de nouvelles technologies et de performances plus 

satisfaisantes dans le domaine des télécommunications s’appesantit depuis le plus petit maillon 

de la chaîne mettant ainsi en jeu des dispositifs et composants électroniques. Mention peut être 

faite donc du transistor GaN HEMT qui, bien qu’étant une technologie qui s’est vue délaissée à 

ses premiers souffles de vie, connaît de nos jours une ascension fulgurante. Ce composant 

électronique sera le cœur du type de dispositif à concevoir: un amplificateur de puissance dont 

l’importance est indéniable, vu sa présence à l’émission comme à la réception tout le long d’un 

processus de transmission. Les présents travaux ayant pour objet la conception d’un 

amplificateur de puissance, seul ce dispositif utilisé à l’émission afin d’amplifier le signal qui 

aura subi diverses transformations, retiendra dès lors notre attention.  

 

Pour parvenir à la conception du dispositif, dans un premier temps, des généralités de base 

seront abordées afin de poser les fondations nécessaires pour s’imprégner du sujet, puis un flux 

de conception pour une feuille de route bien définie est nécessaire. La suite du travail consistera 

donc à établir des raisonnements cohérents afin de les appliquer pour passer aux simulations 

nécessaires et enfin une vérification des performances sera effectuée en guise de clôture. Des 

mesures pratiques ainsi qu’une architecture d’amplificateur de puissance à deux étages seront 

présentés dans la perspective d’amélioration des résultats. 
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